


































专利名称(译) 微型LED显示器具有高提取效率的纳米线发光二极管

公开(公告)号 US20200105970A1 公开(公告)日 2020-04-02

申请号 US16/147748 申请日 2018-09-29

[标]申请(专利权)人(译) AHMED KHALED
达斯古普塔SANSAPTAK
ROBIN IVAN CHRISTOPHE

申请(专利权)人(译) AHMED，KHALED
达斯古普塔，SANSAPTAK
ROBIN，伊万-CHRISTOPHE

当前申请(专利权)人(译) AHMED，KHALED
达斯古普塔，SANSAPTAK
ROBIN，伊万-CHRISTOPHE

[标]发明人 AHMED KHALED
DASGUPTA SANSAPTAK
ROBIN IVAN CHRISTOPHE

发明人 AHMED, KHALED
DASGUPTA, SANSAPTAK
ROBIN, IVAN-CHRISTOPHE

IPC分类号 H01L33/24 H01L33/32 H01L33/00 H01L33/44 H01L33/22 H01L33/60 H01L27/15

CPC分类号 H01L2933/0025 H01L33/32 H01L33/24 H01L33/36 H01L33/0025 H01L2933/0016 H01L33/60 H01L33
/22 H01L33/007 H01L33/44 H01L27/156

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本文描述的实施例包括微发光二极管（LED）以及形成这种微LED的方
法。 在一个实施例中，纳米线LED包括纳米线核心，其包括GaN，围绕
纳米线核心的有源层壳，其中有源层壳包括InGaN，围绕有源层壳的覆
层壳，其中覆层包括p型。 GaN，覆盖层上方的导电层以及围绕导电层
的隔离层。 在一个实施例中，间隔物的折射率小于覆层壳的折射率。
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